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REM~ UND MIKROSONDENUNTHERSUCHUNGEN VON ISCLATIONSDEFAXTRL In
TANTALKONDRNSATORBN
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Als Ursachen fiir Isolationsdefekte von Tantalkondensatoren in
technologischen FrozeB bzw. im Betriebszustand sind zu nennen:
- ?etallurg%sche Oberfliachenverunreinigungen des Tantals

ZeBe TaC

- verarbeitungsbedingte Realstruktur der Tantalelektrode
(z.Be. hohe Versetzungsdichte)

- thermisch assistierte Feldkristallisation des Tantaloxiddi-
elektrikums

-~ wachstumskinetisch bedingte Porositdt des Tantaloxids (da~
nit verringerte effektive Schichtdicke)

~ hikrorisse im Tantaloxid infolge mechanischer Spannungen
( z.B. Differenz der thermischen Ausdennungskoeffizienten
von Tantal und Tantaloxid)

- ilberhohte Zwischenformierstromdichte

Gasphasendtzung des Tantaloxids durch nitrose Gase bei der

Herstellung des Katodenbelages

- llontagedefekte (z.B. plastische Deformation des Dielcktri-
kums, virektkontakt zwischen Kontektiermaterialien und uvi-
elektrikum, Degradation der oxidischen Phasen der iOS-Itruk-
tur durch Gasphasen- und Festkorperreaktionen mit den umge-
benden Phasen, Medien und Montagewerkstoffen)

- Uberschreitung der zuldssigen werte der ppitzenspannung, Um-—
kehrspannung und ilberlagerten Wechselstromstirke in Verbin-
dung mit thermischer Uberlastung

- temporire stranhlungsinduzierte Ladungstrigergeneration im
vielektrikum bei minwirkung energiereicher Strahlung

- Driftdefekte durch diffusionsgesteuerte Degradation der MNOS-
Struktur

- plastische Deformation durch unzulissige mechanische Betriebs—

belastungen

Ua die metallurgischen Defekte der Tantalelektrode wegen ihrer
aktivierenden VWirkung grundsidtzliche Bedeutung fiir viele der
oben erwdhnten Fehlerquellen haben und das kristalline Tantal-
oxid die Defektlage fast immer markiert, wurden Rwil- und Li-
krosondenuntersuchungen in Kombination eingesetzte

Uie erhaltenen mrgebnisse zeigen, dal die defektaktivierenden
Verunreinigungen offenbar z.l's unterhalb der Nachweisbarkeits-
grenze des verwendeten KEViX-Systems des SENQ liegen. Dessen-
ungeachtet ist in Verbindung mit der Defektlokalisierung an-
hand des kristallinen Tantaloxids eine technologische Zuord-
nung der Defcktursache in bestimmten Fdllen mégliche
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